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Щоб розпочати виконання роботи необхідно спочатку отримати 

допуск, відповівши на три запитання (рис. 1.1). У разі вірних відповідей 

студент матиме змогу перейти до виконання поставленої задачі. 

 

 

 

                  Рисунок 1.1 – Стартове вікно програми для отримання допуску 

 



Першочергово на екрані з’являється вікно введення початкових 

параметрів певної напівпровідникової структури (рис.1.2 ). 

 

 

  Рисунок 1.2 – Початкові дані для розрахунку 

 

Після введення початкових параметрів програма розраховує 

необхідні величини і виводить їх у вигляді таблиць та графіків (рис. 1.3). 

Для розрахунку струму діода з короткою та довгою базами взяти 

параметри кремнієвої структури : 

Т- абсолютна температура в градусах Кельвіна Tw = 300K; 

ⱪ - постійна Больцмана   k = 1.3810-23 Дж/К; 

U- пряма напруга діода; 

Dp,  Dn – коефіцієнти дифузії дірок та електронів ; 



Dp = 12.42 см2/с ; 

 Dn =21.85 см2/с ; 

Lp, Ln – дифузійна довжина дірок та електронів; 

Lp = 8,3 м-6 ; 

Ln = 10,2 м-6 ;  

W – ширина бази, 0,5мкм; 

Заряд електрона q = 1.6 10-19Кл.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Результати розрахунку у вигляді графіків 

 

 

Після отримання результатів необхідно  написати висновок та 

захистити роботу.  

 


